
半導体製造プロセスガスでの計測 

●半導体製造工程における水分管理の重要性 

半導体デバイスの製造工程では 50 種類以上のガスが使用されています。これらのガスはパージ

するために大量に使用されるバルクガス(窒素、酸素、ヘリウム、アルゴン、水素)と、薄膜形成や

エッチングの工程で使用される反応性の高い特殊ガス(シアン・アルシン・ホスフィンなど)に分類

されます。 

上記のガス中に不純物が含まれるとデバイスの性能や歩留まりに悪影響を及ぼします。特に水分

は大気中から製造プロセスに侵入する可能性が高く、これが金属表面に吸着することでデバイスの

性能低下を引き起こします。 

 

●TDLAS T-1 での計測 

 従来露点計測に使用されてきた鏡面冷却式露点計は、機器内部のミラー面に結露を発生させるこ

とで直接露点を計測します。しかし水への溶解度が高いガスが結露水に溶け込むと、露点値が変化

して正確な計測が出来ません。また半導体製造工程に使用されるガスは低露点域での管理が必須と

なりますが、鏡面冷却式では水分を結露させ安定させるまでに時間がかかるという課題があります。 

 TDLAS T-1 は波長を精度良く微調整出来るダイオードレーザーを使用した吸収分光(TDLAS)原理

を採用しています。分子は特定波長の光を当てるとその光を吸収しますが、この性質を利用して水

分子固有の吸収波長をもった光を照射すると、他成分の干渉を受けずに安定した露点計測が可能で

す。またレーザーで気体中の水分子を直接計測することで、非常に高速な応答性を実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

●TDLAS T-1 製品仕様 

測定原理：吸収分光式 

露点測定範囲：-70～+20℃DP 

システム精度：±0.2℃DP or ±2ppm の大きい方(≦0[℃DP]) 

±(0.2＋0.01×DP)℃DP(＞0[℃DP]） 

サンプリング流量：0.8L/min(typ.) 

応答時間：90%応答 6sec 以内 (-50～0℃DP) 

サンプリングガス温度：5～50℃(結露無きこと) 
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◆測定原理◆ 

分子は特定波長の光を当てるとその光を吸収します。その波長は分子種に

依存し、吸収量は空間の分子濃度と距離に依存します。光を照射する空間

の距離を決定し水分子固有の吸収波長を持った光を照射することで水分濃

度を測定し、その値から露点を導きます。(Lambert-Beer の法則) 

 


